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vorldufige technische Daten

Hersteller: VEB Mikroelektronik , Karl Marx” Erfurt
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Uer Schalthkreis U 8716 C | ist ein stotischer elektrisch procrammierbarer und UV-léschbarer Fe
) <. - -

L=
wertspeicher (EPROM)

Der U.2718 C wird in n-Kenel-S5ilicon-Gate-Technolocie hercestellt und befindet sich in einem
24poligen DIL~Keramikcehiuse.

Der SChnitkreis U 2618 D ist ein herstellerprogrehmierter Festwertspeicher (PROM) Der U 2516 O
wird in n-Kanal-Siljcon-Géte-TechnoloQ;e hergestellt und befindet sich in einem 24poligcen BIL-
Plastoehsuse . AnschluBbelecung, statische und dynamische Kennwerte des U 2616 D sind i;en€isc§:mic
den entsprechenden Kennwerten des U 2716 C. ‘ - .

Gie" Scheltkreise besitzen eine Gpeicherkapazitét von 18 324 bit mit einer Organﬁsation von 2043 x
2 bit, ‘ ‘
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Bild 1: 4AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen U 2716 C
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Bild 4: Gehiusesbmessungen U 2616 D
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Kurzcharakteristik U 2716 G

— elektrisch programmier bar e,
Organisation von 2048 x 8 blt

o Betriebsspannung im Lesebetrieb: U, = 5 V

— Zugriffszeit im Lesezyklus B
U276 C 45 T = 450 ns

AVDV
k‘Uj2716 ¢ 39: TAVDV = 390 ns
U 2716 C 35: T, = 350 ns

~ im Standby—Modus um ca. 79 % geringerer Betriebsstrom
-~ three—state—Ausginge, bidirektiocnale Datenplns

— zum Programmieren werden 50 ms - Programmlerlmpulse mlt TTL—Pegel
verwendet

- bytewelses Programmieren ist mdglich

— Programmierung ist direkt auf der Leiterplatte mogllch

Kurzcharakteristik U 2616 D

durch den Hersteller elektrisch progfammlerter Festwertspclcher
(PROM) mit einer Organisation von 2048 x 8 bit

I

Betriebsspannung: UCC =5V
Zugfiffszeit im Lesezyklus

U 2616 D 45:. TAVBV = 450 ns

U 2616 D 39: TAVDV = 390 ns

im Standby-lodus um ca. 75 % geringerer Betriebsstrom

1

three—-state—Ausgénge
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‘Beschreibung U 2738 ©

Der Scheltkreis i 2716 C: ief ein elektrisch programmierbsrer, -Uv-ldschberer Festwertspeicher
(EPROM) mit einer Speicherkspszitét von 16 384 bit wund einer Organisestion von 2 k x 8 bit

Zur Auswehl des Speicherinhaltes stehen 11 Adresseneincénee (Spelténauswahl: A @ ... A 3/
Zeilenauswshls A 4 ... A 1@) zur Verfuaunc, : ’

Die- Ausgebe und die Eingsbe ( bei Progremmisrung) der Deten erfolgt an den 8 Anschlissen .U @

his D 7. Der U 2716 C besitzt einen Chipaktzvmerunoseinoanc (EE) und einen Eingeng zur Freicabe
der Ausgénge (OE). Im Ruhezustand (TE = UIH) sind die Datenpins D.@ bis D 7 hochohmig. Die Akti-
vierung des Chips erfolat mit TE = Upp - Mt dem Eingsng OF ist im Falle eines aktivierten Schele-
krelses (CE = UIL) eine Beeifflussung des Zustandes der Ausginge D @ bis D 7 mdglich For BE =
Urg befinden sich die Pins D @ bis D 7 in hochohmigem Zustand die Freigabe. der Ausgénge erfolgt
m;E BE = UIL'

In den Programmierbetrieb wird der EPROM denn geschaltet, wenn.der Pegel an Up' =25V *? 2 v,
erreicht. Die Versorgungsspannung betrégt wie im Normalbetrieb 5 % 0,25 V. Mit CE = UIH -Impulsen

kénnen die ursprunollchem H-Pegel der Ausg#nge, die nech jeder UV-L8schung erscheinen, entspre-
chend der an den Datenleitungen anlleoenden Informar1on in den L-Zustand Gberfinrt werden. Es ist
nicht notwendig, in einem Progremmierzusteand sequentiell slle Speicherplétze zu programnieren.
Eine Einzelbyteprogrammiefang ist méglich. s werden folgende drei Zust#&nde unterschieden:

Programmieren’

Zum Programmieren ist bei anliegendér Progrémmierspannung>UPR,-6? = UiH und stebilen Deten und
sdressen fur die Deuer T . CE an Up, zu lepem. Dabei ist zu beschten, daR die Programmiérspan=
nung gleighzeitig-mit oder-nach Yoo einoeschaltret -und cgleichzeitic mit oder vor Use abceschaltet
werden muB. Es ist nicht geststtet, dgn Schaltkreis bei Anliegcen von Uy, = 23 V in .die Fassung

zu stecken oder zu entnehmen. '

Programmsperre

Sperre der Programmigrung (GE = UIH) bei engelegter Progremmierspannung. In diesem. Zustand kdnnen
Adressen unid Dsten cewechselt werden, :

.Prooranmkontrolle

In diesem Zustand kann unter Frograemmierspannung der Inhalt des sdregsierten S#eicherwortes‘an den
Datenpins celesen werden.

purch -die spezielle Gehsuseausfuhrung kann die einprogremmigrte Information mit UVeLicHt celésche
werden. Zur Loschung werden hendelsibliche UV-C~Strahler mit einer Strahlungsdosis

Q;min %L 18 \.'.'s/cm2 fir Quarzglasdecksl, 7LUV = 254 nm

Bmin % 30 Ws/om® fiir. Keremikdecksl, T 252 n
verwendet, : . :
Dabei sollte der Abstend zwischen CehBuseoberkante des Schaltkreises und dém Lanpenkolgen < 2,5cm
betragen. In Abhingigkeit vom Ldschgerdtetyp betr#igr die Zeit zum sicheren Ldschen des Dreifache
der latenten Ldschzeit. Die lstente Ldschzeit ist die Zeit, nach der die Speicherinformation
gerade nicht mehr nechweisbar ist. Die L&schzeit soll nicht weniger ele 10 min betragen.
Verunreinigungén suf den Deckeln beeinfluseen die Trenspsrenz und demit die Léschzeit Mindestens
20 Progremmier-Lésch-Zyklen sind mdglich. Bei hdherer Anzshl-von Progremmier-L8sch-Zyklen. ist eine
grhshung der Programmier-Léschzeit zu erwsrten.

Beschreibuno U 26416 D

Der Schaltkreis U 2616 D ist ein durch den Hereteller elektrisch prccramm;erter Festwertspeicher
(PROM) in 24poligem DIL-Plestgehiuse. AngchluBbelegung, Grenzwerte, statische und dynamigche Kenn-
werte (Funktion im. Lesebetrieb) sind identisch mit den entsprechenden Angaben des U 2716 C gleicher
Adressenzugriffezeis. Die Bestellung der durch den Anwender benStviptern Bitmuster erfolet nach dem
Werkstendard des wveb mzkraelak&rcnlk “kerl marx” erfurt. .



Grenzwerte

= O V bezogen})

(Spannungen auf USS
Kennwert Kurz= min. max. Einheit
P zeichen
Eingangsspannung en allen Vg ,0,5 8.5 v
Pinsg auBer-UPR
Programmierepannung Upr 0,5 286 \4
Gesemtverlustleistung Prot 1 W
o . . o ) i ©
Umgebungstemperatur | Vg o 70 c
Lagerungstemperatur W?th =55 125 °g
Stetische Kennwerte {(Sparnungen suf USS = 0 V bezogen)
f
Kennwert Kurz~ MeBbe- min, YR mex : Einheit
zeichen: dincung
Betriebgspannung GCC 4,75 5 5,26 vV
Betriebsspennung an Upy Yorn UCC =0,6 UCC Use 40,6 v
im Nicht-Program-
mierzustand -
Eingangs~Low=8Spannung UIL ~0,3 0,8 v
Eingaqgs»Hi?haSpannung -UIH 2,0 UCC +1
Betriebstemperatur o 0 25 70 °
Einoangsreststrom Iy Up=5,5 v o,01% mA
Ausgangsreststrom IO UO=5,5 v 0,01 ma
BE=u,,,
Ausgangs=-Low-Spannung UQL IOL=2,1 mA 0.4 \
Ausgangs~Higho$panmung UOH IOH=O,4-mA 2.4 v
Eingangskepezitét Cy 5 oF
AP ... A1@: CE; BE
Auspengskapazitidt Co CEEUIH iz Bk
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Kennwert Kurz; ‘MeRbe= U 2618 D 45 U 2716 € 35 U 2716 C 39, Einh,
: zeichen dingung U 2716 C 48 : -
min. max ., min.  mex. min. mEN -
: - T o . .ml\.
Stitlsche Strom . ICCOP CE UIL 100 120 10C
aufnahme
TE =,
statische Strom- .I EE =U 25 30 25  mA
aufnahme im Ruhe- CCR L IH : : -
betrieb Ce =UI;
Stromeufnehme an Iorop Upg=6,25 5 ) & ) 5 nA
UPR im Lesebetrieb - ‘ .
Statische Stromauf- ) ’ .
e g 30 R mA

nehme an UPR wanrend PR2P
des Programmierimpulses -

Dynemische Kennwerte {Spannungen suf Ugg = O V bezogen)

Kennwert | Kurze ‘ MeBbe« .U 2818 D 45 U 2716 € 35 U 2716 £ 39 Einh.
' zeichen dingung y- 2718 C 45
min, mex. min. max, min. max.
Adressenzu- TAVDV Ck= E=l{IL 450 350 390 y ns

griffszeit

E-Zugriffszeit TeLov E=-Ug,. 450 350 330 ns
Verzdgerung OB~ Topy OF= Ypp 120 120 120 ns
Ausgang aktiv . R
Verzégerung OB~ T oupz 100 100 i 100 ns
Ausgeng hochohmig
Verzégerung GE~ Teunz _ 100 100 A00. 0 ns
Ausgang hochehmig .

Progremmierbedingungen

Kennwert i Kurze min., typ. max. Einheit
i zelchen '

Programmierspannung UPR 23[5 : 25[5 v &

Betriebstemperatur ap 20 25 30 °c

Adressenvorhaltezeit TAVCH 2 /us

5E-Vorhaiﬁéze1t ToHeH 2 sue

Deténvorhaelrezeit TDVCH\ 2 /us

Adressenhsltezeit TCLAX 2 /us

OE-~Haltezeit TCLOL 2 /&?'

Deterheltezeit TCLﬁX 2 /U8

Verzdgerung UE~Ausgang Tonoze 0 120 ns

(CE = Upd

Verzﬁgeiing OB-ausgang ToLoxp 120 ne

gkriv {(CE = Ug )

Progremmierimpulsdauer Tenct 45 50 55 ns

i0 ns

CE-Anstiegs- und Abfallzeit Teean
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%
Dieses Datenblatt g¢ibt keine Auskunft Gber Liefermdolichkeiten und beinhaltet keine Verbindlich-
keiten zur Produktion Die gultigen Vertragsunterliagen beim Bezug der Bauelemente sind die Tyoen-
standards ) :
Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftraosbestétioung Anderungen im Zuge der technischen Veiterw

entwicklung vorbehalten
Hinwe i3

Die Behandlungsvorschriften fir MOS-Bauelemente sind unbedingt einzuhalten, ds andernfalls eire

Reklamation nicht anerkeannt werden kann
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